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CXYP 43
Dioda Gunna

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Informacja: prof. dr hab. Inz. Jerzy Klomka
fel. (0-22) 47 21 61
fax (0-22) 47 06 31

Dioda CXYP 43 jest arsenkowo-galowg diodg Gunna mateJ mocy,
umieszczona w ceramiczno-metalowej obudowie, Wytwarzana jest

w 4 wersjach: CXYP 43-1, CXYP 43-2, CXYP 43-3, CXYP 43-4,

Dioda przeznaczona j_est do generacji mocy mikrofaloweJ w pasmie X,
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Katoda
~ Obudcwa diody CXYP 43
DOPUSZCZAINE PARAMETRY EXSPLOATACYJNE
Napiecie wejsciowe Up . 27
Temperatura pracy b 4o + 55 .°C
Temperatura przechowywania Corn ~55 + 100 °C

KARTA KATALOGOWA




ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru Symbol | Jedn. -‘Wartogé

: : min _ max
Czestotliwosé
generacji Jf‘o s 8 12
Moc wyjécio{qa': PO m'y
CXYP 431 5 -
CXYP 43-2 10 o
CXYP L3-3 18 -
CXYP 43=4 20 i
MNapiecie wejsdciowe U v 6 12
Prad wejsciowy: 5 mA
CXYP 43-1 = 125
CXYP 43-2 - 150
CXYP 43-3 - . 200
CXYP 424 - 225
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